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中文摘要 

本研究利用核研所高功率磁控脈衝電漿源濺鍍設備將類鑽碳膜

鍍製在 Si 與 WC 兩種材料上。在未使用中間層的情形下，利用高功率

磁控脈衝電漿源所濺射出來的高能量離子，成功地以一道鍍膜製程將

類鑽碳膜披覆在基材上。本研究利用輝光放電分光儀分析鍍膜的膜厚

與元素濃度分佈，以拉曼光譜分析類鑽碳鍍膜之特性，並利用奈米試

驗機量測鍍膜之硬度、楊氏模數、磨耗特性等機械性質；另外還提出

了奈米壓痕週期性負載引發脫層的方法，藉以量測介面的應變能釋放

率。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


